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Transistor Mosfet IRF3205 55V 110 A

Codigo: 112766

Descripcién

El transistor IRF3205 es un MOSFET de canal N de energia HEXFET® con muy baja resistencia por unidad de superfcie de silcio y de rendimiento de
conmutacisn répida que utiiza técnicas avanzadas de procesamiento para lograr muy baja resistencia por unidad de superfici de silcio. Este beneficio, en
combinacién con la velocidad de conmutacion rapida y el disefio del dispositivo robusto que HEXFET MOSFET de potencia son bien conocidos por, ofrece al
disefiador de un dispositivo extremadamente eficiente y fiable para uso en una amplia variedad de api E1IRF3205 i
industrialis por su ao nivel de disipacion que aproximan a los 50 walts

¢ Clasificacion dv/dt dinamica

L4 Clasificado avalancha completa
®  Conmutacion répida
.

Voltaje de compuerta a fuente de +20V

Aplicaciones: Administracién de potencia

y @ pojaridad de ansistor: Canal N
@ Voltae de drenaje a fuente VDS: 55V
@ Voltae de puerta a uente VGS: £20V
s @ Voltae de crenale a puerta VDGR: 55 v
” @ Corriente continua de drenaje ID: 110 A
g @ Corriente de crenaje pulsada IDP: 390 A
@ Coriente de avalancha IAR: 62 A
@ Disipacion de potencia maxima PD: 200 W
@ Resistencia VGS RDS(or) méximo: 0,008 7
@ remperatura de operacion minimas -55 °C
@ Temperatura de operacion mxima: 175 °C
@ Encapsulado: T0-220
®  imero de pines: 3
sustiuto
.
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